
บทที่ 5
หนวยความจํา (MEMORY)



หนวยความจํา ( Computer memory
หนวยความจํา คือ อุปกรณเก็บสถานะขอมูลและชุดคําส่ัง เพื่อการ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร มีหลายประเภทโดยมีหลักการแบง ดังนี้
• ตําแหนงของหนวยความจํา
• ความจุ
• หนวยของการขนยายขอมูล
• วิธีการเขาถึงขอมูล
• ประสิทธิภาพ
• ลักษณะทางกายภาพ



ตําแหนงของหนวยความจํา (Location)
มี 2 แบบ คือ หนวยความจําภายใน และหนวยความจําภายนอก
• หนวยความจําภายใน (Internal memory) โดยทั่วไปจะหมายถึง หนวยความจําหลัก

(Main memory) ไดแก รอม (ROM) แรม (RAM) และแคช (Cache)
• หนวยความจําภายนอก (External memory) หรือหนวยความจําสํารอง (Secondary

memory) หมายถึง สื่อบันทึกขอมูลที่ไมรวมอยูบนเมนบอรด เชน ฮารดดิสก SSD
Handy Drive สื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ซึ่งโปรเซสเซอรสามารถเรียกใชอุปกรณเหลานี้
ไดโดยผานหนวยควบคุมไอโอ (I/O controller)



ความจุ (Capacity)
• หนวยความจําภายในหรือหนวยความจําหลัก ในปจจุบันจะใชหนวยวัดความความจุ

เปนไบต และอาจกําหนดขนาดของหนวยวัดเปนอยางอื่นอีกไดเชน เวิรด โดยขอมูล
ขนาด 1 เวิรด อาจมีจํานวน 8, 16 หรือ 32 บิต ตามความตองการของระบบปฏิบัติการ

• หนวยความจําภายนอก มักใชหนวยวัดความจุเปนไบตซึ่งแตกตางกับการรับสง
ขอมูลซึ่งใชหนวยเปนบิต



หนวยของการขนยายขอมูล (Unit of transfer)
• หนวยความจําภายในจะมีหนวยของการขนยายขอมูลเทากับจํานวนสายสัญญาณ

ขอมูลที่เขาออกหนวยความจําหลักหรือขนาดของบัสขอมูล โดยปกติจะมีขนาด
เทากับเวิรด แตในคอมพิวเตอรบางระบบอาจมีความแตกตางกันออกไป

• หนวยความจําภายนอกจะมีการรับ/สงขอมูลจํานวนมากครั้งละหลายเวิรด เรียกวา
บล็อก (Blocks)



วิธีการเขาถงึขอมูล (Method of accessing units of data)
• การเขาถึงแบบตามลําดับ (Sequential access) ขอมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของระเบียน

(Record) การเขาถึงระเบียนจะเรียงตามลําดับกอนหลัง เวลาที่ใชในการเขาถึงจึงไม
แนนอนขึ้นอยูกับลําดับของระเบียนที่ตองการเขาถึง เชน เทปแมเหล็ก

• การเขาถึงโดยตรง (Direct access) แตละระเบียนหรือบล็อกจะมีตําแหนงที่ชัดเจน
บนหนวยความจํา ทําใหสามารถเขาถึง ณ ตําแหนงที่ระบุไดโดยตรง เวลาที่ใชในการ
เขาถึงไมแนนอน เนื่องจากเวลาที่ใชในการคนหาแตละตําแหนงไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
ตําแหนงปจจุบันของหัวอานเขียนและตําแหนงที่ตองการเขาถึง เชน ดิสก



วิธีการเขาถงึขอมูล (Method of accessing units of data)
• การเขาถึงแบบสุม (Random access) ตําแหนงของหนวยความจําประเภทนี้จะ

กําหนดไวชัดเจนโดยลักษณะทางกายภาพ เวลาในการเขาถึง ณ ตําแหนงใด ๆ จะ
เทากันเสมอ เชน ROM, RAM หนวยความจําแคชในบางระบบก็ใชการเขาถึงแบบ
สุมเชนกัน

• การเขาถึงแบบรวม (Associative) การเขาถึงขอมูลแบบนี้คลายกับการเขาถึงขอมูล
แบบสุม แตใชการเปรียบเทียบบิตขอมูลในทุกเวิรดพรอมกัน เชน หนวยความจําแคช



ประสิทธิภาพ (Performance)
• เวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูล (Access time หรือ Latency) ในกรณีของแรมจะเปน

เวลาที่ใชในการอานหรือเขียนขอมูล โดยจะเริ่มตนนับจากเวลาที่ระบุตําแหนงใหกับ
หนวยความจํา จนกระทั่งถึงเวลาที่ขอมูลพรอมใช สําหรับหนวยความจําประเภทอื่น
เวลาในการเขาถึงจะหมายถึง ระยะเวลาที่ใชเคลื่อนยายกลไกในการอานเขียนขอมูล
ไปยังตําแหนงที่ตองการ

• วงรอบของหนวยความจํา (Memory cycle time) ใชกับกรณีของแรมเทานั้น โดย
ระยะเวลาหนึ่งวงรอบจะประกอบดวย ระยะเวลาในการเขาถึงหนวยความจํา (Access
time) บวกกับระยะเวลาอื่น ๆ ที่จําเปนตองใช เชน ระยะเวลาที่รอใหสัญญาณตาง ๆ
เขาสูสถานะที่พรอมใชงาน ระยะเวลาที่รอสายสัญญาณเขาสูสถานะวาง หรือ
ระยะเวลาที่ใชในการสรางสัญญาณขอมูลขึ้นมาใหม ซึ่งระยะเวลาเหลานี้มักจะ
เก่ียวของกับบัสหลักของระบบ



ประสิทธิภาพ (Performance)
• อัตราเร็วในการขนถายขอมูล (Transfer rate) หมายถึง เวลาที่ใชในการรับสงขอมูล

ของหนวยความจํา โดยมากจะมีหนวยเปนบิตตอวินาที (bps – bit per second) กรณี
ของแรมระยะเวลานี้จะมีคาเทากับ 1/(cycle time)



ลักษณะทางกายภาพ (Physical Type)
คุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Physical characteristics of

data storage) จะแบงตามสองคุณสมบัติหลัก ดังนี้
ความคงทนถาวรของขอมูลที่จัดเก็บ

• แบบชั่วคราว (Volatile) ซึ่งขอมูลจะสูญหายหากขาดกระแสไฟฟามาหลอเลี้ยง
ไดแก แรม

• แบบถาวร (Non-volatile) จะเก็บขอมูลไวไดตลอดเวลาโดยไมตองมีกระแส
ไฟฟามาหลอเลี้ยง เชน รอม หนวยความจําประเภทแมเหล็ก และประเภทแสง



ลักษณะทางกายภาพ (Physical Type)
ความสามารถของการลบขอมูลในหนวยความจํา
• แบบลบได (Erasable) คือสามารถบันทึกลงไดหลาย ๆ ครั้ง เชน แรม ดิสก เทป

แมเหล็ก
• แบบลบไมได (Nonerasable) เมื่อบันทึกขอมูลลงไปแลวจะไมสามารถแกไขหรือลบ

ไดสามารถอานไดอยางเดียว เชน รอม



ประเภทของหนวยความจําหลกั
หนวยความจําหลักของคอมพิวเตอรแบงได 2 ประเภท คือ
• ROM (Read-Only-Memory)
• RAM (Random Access Memory)



หนวยความจําชนิดรอม (Read Only Memory : ROM)
• รอม เรียกอีกอยางหนึ่งวา หนวยความจําที่ขอมูลไมสูญหาย (Nonvolatile Memory)

เก็บขอมูลหรือโปรแกรมไวอยางถาวร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได สิ่งที่เก็บไว
ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนสําหรับการเริ่มสตารทเครื่องคอมพิวเตอร และใชเก็บ
โปรแกรมไบออส (BIOS) หรือโปรแกรมของคอมพิวเตอรที่ฝงอยูในฮารดแวรของ
เครื่องที่ทําหนาที่ตรวจสอบฮารดแวรและอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอร สามารถ
แบงไดหลายชนิด ไดแก
• PROM (Programmable Read-only Memory)
• EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory)
• EAROM (Electrically Alterable Read-only Memory)



พีรอม PROM (Programmable Read-only Memory)
• ขอมูลที่ตองการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมโดยผูใชเอง โดยปอนพัลสแรงดันสูง

(High Voltage Pulse) ทําให Metal Stripe หรือ Poly crystalline silicon ที่อยูในตัว IC
ขาดออกจากกัน ทําใหเกิดเปนลอจิก 1 หรือ 0 ตามตําแหนงที่กําหนดใน
หนวยความจํานั้น ๆ เมื่อ PROM ถูกโปรแกรมแลวขอมูลภายในจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดอีก มีความเร็วสูงกวารอมชนิดอื่น



อพีีรอม EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory)
• ขอมูลจะถูกโปรแกรมโดยผูใชโดยการใหสัญญาณที่มีแรงดันสูง (High Voltage

Signal) ผานเขาไปในตัว EPROM ซึ่งเปนวิธีเดียวกับที่ใชใน PROM แตขอมูลที่อยู
ใน EPROM สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการลบขอมูลเดิมที่อยูใน EPROM ออก
กอนแลวคอยโปรแกรมเขาไปใหม การลบขอมูลนั้นทําไดโดยการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตเขาไปในตัว IC โดยผานทางกระจกใสที่อยูบนตัว IC เมื่อฉายแสง
ประมาณ 5-10 นาที ขอมูลที่อยูภายในก็จะถูกลบทิ้ง ซึ่งชวงเวลาที่ฉายแสงนี้สามารถ
ดูไดจากขอมูลที่กําหนดมากับตัว EPROM เหมาะสําหรับงานของระบบที่ตอง
ปรับปรุงแกไขขอมูลได



อีเอรอม EAROM (Electrically Alterable Read-only Memory)
• EAROM หรือ EEPROM (Electrical Erasable EPROM) สามารถใชไฟฟาในการลบ

ขอมูลในรอมเพื่อเขียนใหมโดยใชเวลานอยกวา EPROM ซึ่ง EAROM ใชเทคโนโลยี
แบบ NMOS การใชงานโดยทั่วไปจะใช EPROM เพราะสามารถหามาใชและทดลอง
ไดงาย มีราคาถูก วงจรตองายไมยุงยาก และสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได
นอกจากระบบที่ทําการคาเปนจํานวนมากจึงจะใชรอมประเภทโปรแกรมสําเร็จ



แรม (Random Access Memory)
• RAM แบงตามลักษณะการผลิตออกเปน 2 ประเภท คือ
• DRAM ประกอบดวยตัวเก็บประจุ (capacitors) ที่สามารถเก็บขอมูลไดระยะเวลา

หนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการรีเฟรชใหมทุก ๆ ชวงเวลาเสมอเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย มี
ราคาถูก ออกแบบและผลิตไดงาย

• SRAM ประกอบดวยวงจรดี ฟลิปฟลอป (D flip-flop) ที่สามารถคงสถานะของ
สัญญาณไวไดจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจึงไมตองรีเฟรช มีความเร็วสูง
และมีราคาสูง นิยมใชผลิตหนวยความจําแคช



ชนิดของแรม
• หนวยความจําแรมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทํางานทันกับความเร็วของ

ซีพียู สามารถจําแนกชนิดของแรมที่ใชกันต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดดังนี้
• FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM)
• EDO RAM (Extended Data Output RAM)
• BEDO DRAM (Burst EDO RAM)
• SDRAM (Synchronous DRAM)
• DDR SDRAM (SDRAM II)
• RDRAM (Rambus DRAM)
• SGRAM (Synchronous Graphic RAM)
• Video Ram (VRAM)
• Windows RAM (WRAM)



FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM)
เปนแรมรุนเกาแกที่ใชเทคโนโลยีที่ถูกผลิตขึ้นมาหลายปแลว พบไดในเคร่ืองรุน 286 มีโมดูล

แบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ซึ่งใชกับเคร่ืองรุนเกา ในระยะแรกแรมแบบโมดูล FPM ออกมา
มีขนาด 2 4 8 16 และ 32 MB ความเร็ว 50 และ 70 ns การใชแรมแบบนี้ตองใชแรมที่มีความเร็ว
เดียวกันเทานั้น ไมสามารถใชแรมที่มีความเร็วตางกันบนเมนบอรดเดียวกันได

FPM เหมือนกับ DRAM เพียงแตวาลดชวงเวลาการหนวงเวลาขณะเขาถึงขอมูลลง ทําใหเขาถึง
ขอมูลไดเร็วกวา DRAM ในระบบ 32 bit จะมีอัตราการสงถายขอมูล 100 MB ตอวินาที สวนระบบ
64 bit จะมีอัตราการสงถายขอมูลที่ 200 MB ตอวินาที ปจจุบันนี้แรมชนิดนี้แทบจะหมดไปจาก
ทองตลาดแลว



EDO RAM (Extended Data Output RAM)
ใชในเคร่ืองตั้งแตรุน Pentium ขึ้นไป เปนแรมที่มีความเร็วสูงกวาแรมชนิด FPM โดยมีความเร็ว

อยูระหวาง 70-50 ns (ตัวเลขยิ่งนอยยิ่งเร็ว) EDO RAM ทํางานไดดีที่ความเร็ว 66 MHz ขนาด 32 bit
มีขาอยู 72 ขา มีโมดูลแบบ SIMM นอกจากนี้ EDO RAM ถูกออกแบบใหเปนแบบ ECC (Error
Correcting Code) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบขอผิดพลาดในการทํางานของแรมได แตเมื่อ
ความเร็วในการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรสูงขึน้โดยเฉพาะเมื่อความเร็วของบัสระบบอยูที่
ระดับสูงกวา 66 MHz ขึ้นไปหนวยความจําแบบ EDO จึงอาจกลายเปนตัวหนวงใหความเร็วในการ
ทํางานของคอมพิวเตอร เนื่องจากซีพียูตองเสียเวลาในการรอขอมูลจากหนวยความจํา



BEDO DRAM (Burst EDO RAM)
BEDO ไดเพิ่มความสามารถขึ้นมาจาก EDO RAM เดิมคือ Burst Mode โดยหลังจากที่ได

แอดเดรสแรกที่ตองการแลวมันจะทําการ generate อีก 3 แอดเดรสขึ้นมาทันทีภายใน 1 สัญญาณ
นาฬิกา ดังนั้นจึงตัดชวงเวลาในการรับแอดเดรสตอไป BEDO ไมเปนที่แพรหลายและไดรับความ
นิยมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากทาง Intel ตัดสินใจใช SRAM แทน และไมไดใช BEDO เปน
สวนประกอบในการพัฒนาชิปเซตของตน ทําใหบริษัทผูผลิตตาง ๆ หันมาพัฒนา SRAM แทน



SDRAM (Synchronous DRAM)
จะแตกตางจาก DRAM เดิมโดยจะทํางานสอดคลองกับสัญญาณนาฬิกา ซึ่งมีความเร็วพอกันกับ

BEDO RAM แตวามันสามารถทํางานไดที่ 100 MHz หรือมากกวา และมีอัตราการสงถายขอมูล
สูงสุดที่ 528 MB ตอวินาที



DDR SDRAM (SDRAM II)
DDR SDRAM เปนแรมที่แยกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ตางกันหลัก ๆ ของแรมทั้งสองชนิดนี้

คือ DDR SDRAM สามารถใชงานไดทั้งขาขึ้นและขาลงของสัญญาณนาฬิกาเพื่อสงถายขอมูล ทําให
อัตราการสงถายเพิ่มขึ้นไดถึงหนึ่งเทาตัว โดยอัตราการสงถายขอมูลสูงสุดอยูที่ 1 GB ตอวินาที



RDRAM (Rambus DRAM)
ชื่อของ Rambus เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท RAMBUS Inc. ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตยุค 80 มี

performance มากกวาเปนสามเทาจาก SDRAM และมีเพียงแคชองสัญญาณเดียวก็มีอัตราการสงถาย
ขอมูลสูงถึง 1.6 GB ตอวินาที ถึงแมวาเวลาในการเขาถึงขอมูลแบบสุมของแรมชนิดนี้จะชา แตการ
เขาถึงขอมูลแบบตอเนื่องจะเร็วมากRDRAM มีการพัฒนาอินเตอรเฟส และมี PCB (Printed Circuit
Board) ที่ดี ๆ และรวมถึงคอนโทรลเลอรของอินเตอรเฟสใหสามารถใชงานไดถึง 2 ชองสัญญาณ
และมีอัตราการสงถายขอมูลเพิ่มเปน 3.2 GB ตอวินาที และถาหากใชไดถึง 4 ชองสัญญาณก็มีอัตรา
การสงถายขอมูลเพิ่มขึ้นถึง 6.4 GB ตอวินาที



SGRAM (Synchronous Graphic RAM)
SGRAM แยกออกมาจาก SDRAM โดยถูกปรับแตงมาสําหรับงานดานกราฟกเปนพิเศษ แตโดย

โครงสรางของฮารดแวรแลวแทบไมมีอะไรตางจาก SDRAM เลย ใน graphic card ที่เปนรุนเดียวกัน
บางก็ใช SDRAM บางก็ใช SGRAM เชน Matrox G200 แตจุดที่แตกตางกันคือ ฟงกชันที่ใชโดย page
register ซึ่ง SGRAM สามารถเขียนขอมูลไดหลาย ๆ ตําแหนงในหนึ่งสัญญาณนาฬิกา ทําใหความเร็ว
ในการแสดงผล และ clear screen ทําไดเร็วมาก และยังสามารถเขียนแคบาง bit ในการแกไข word ได
โดยไมตองเขียนขอมูลใหมทั้งหมด โดยการใช bit mask ในการเลือก bit ที่จะเขียนใหม SGRAM
เหมาะกับงานดานกราฟกมากกวางานปกติทั่ว ๆ ไป



Video Ram (VRAM)
ไดรับการออกแบบใหใชบน Display card ซึ่ง VRAM พัฒนามาจาก DRAM แตแตกตางกันดวย

กลไกการทํางานบางอยางที่เพิ่มขึ้นมาคือ VRAM มี serial port พิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1-2 port ทําใหผูใช
มองวาเปนแรมแบบพอรทคู (Dual port หรือ Triple port) นอกจากนี้ในสวนของ parallel port ซึ่งเปน
standard interface จะถูกใชในการติดตอกับ host processor เพื่อสั่งใหทําการรีเฟรชภาพขึ้นมาใหม
และ serial port จะสงขอมูลภาพออกสูจอภาพ



Windows RAM (WRAM)
เปนแรมที่ใชบน graphic card ตระกูล Millennium, Millennium II และในรุน Number 9

Revolution IV ที่ถูกพัฒนาโดย Matrox ซึ่งคุณสมบัติโดยรวมของ WRAM ก็เหมือนกับ VRAM แต
แตกตางกันตรงที่ WRAM สามารถรองรับ bandwidth ที่สูงกวาและใชระบบ double buffer ทําให
สามารถทํางานไดเร็วกวา VRAM



หนวยความจําแคช
• ซีพียูที่ถูกผลิตออกมามีความเร็วสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหเกิดปญหาดานความเร็วที่

แตกตางกันระหวางซีพียูกับแรม ทําใหเกิดแนวความคิดในการสรางแคช (Cache)
ขึ้นไวภายในซีพียู ซึ่งแคชก็คือหนวยความจําขนาดเล็กที่มีความเร็วและประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูง

• หนาที่ของแคชคือ จดจําคําสั่งและผลลัพธที่ถูกเรียกใชบอย ๆ เพื่อใชในการ
ประมวลผลในครั้งตอ ๆ ไป เพื่อซีพียูไมตองเสียเวลารอเรียกคําสั่งนั้น ๆ อีก



ระดับของแคช (Cache Level)
• แคชระดับที่ 1 (L1 Cache หรือ Cache level 1) เปนแคชที่สรางลงบนชิพของซีพยีู หรือเรียกอีกชื่อ

หนึ่งวา internal cache จะทํางานที่ความเร็วเดียวกับซีพยีู L1 Cache มีขนาดความจุไมใหญมากนัก
เชน สําหรับชิพ Pentium MMX และ Pentium II มีขนาด 32 KB แตในปจจุบันสําหรับซีพียูรุนใหม
ๆ ความจุของแคชก็มีขนาดใหญขึ้นตามไปดวย

• แคชระดับที่ 2 (L2 Cache หรือ Cache level 2) มี 2 แบบคือ แบบที่อยูบนซีพียู (Internal Cache) และ
แบบที่อยูภายนอกซีพียู (External Cache) แคชแบบที่อยูภายนอกซีพียูจะแบงเปนอีก 2 แบบคือ
แบบที่ติดตั้งอยูบนแผนวงจรเดียวกับซพีียู เชน แบบที่อยูบนซีพียู Pentium กับ Pentium III รุนแรก
ๆ (ลักษณะเปนการดใสอยูในตลับ)

• แคชระดับที่ 3 (L3 Cache หรือ Cache level 3) เปนแคชที่ออกแบบมาเฉพาะซีพียขูองคาย AMD รุน
K6-III ซึ่งเปนแคชแบบที่ติดตั้งมาบนเมนบอรด เนื่องจากซีพียูรุน K6-III มี L2 Cache ติดตั้งอยูบน
ซีพียูแลว และเมนบอรดที่ใชกับ K6-III ก็เปนเมนบอรดรุนที่มีการใสแคชมาใหแลวบนเมนบอรด



ลําดับชั้นของหนวยความจํา (The Memory Hierarchy)
• หนวยความจําที่เร็วกวามักจะแพงกวา
• การทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดจึงจําเปนตองมี

การจัดลําดับช้ันในการทํางานของหนวยความจํา
• หนวยความจําขนาดเล็ก และทํางานไดเร็วจะบรรจุลงอยูในซีพียู
• หนวยความจําขนาดใหญ ที่ทํางานไดชาจะถูกเขาถึงไดผานระบบบัส
• หนวยความจําขนาดใหญที่เก็บขอมูลแบบถาวร ไดแก ดิสก เทป ซีดีรอม จะถูกวาง

ตําแหนงไวหางออกไปจากซีพียู



ลําดับชั้นของหนวยความจํา (The Memory Hierarchy)



ลําดับชั้นของหนวยความจํา (The Memory Hierarchy)
• การเขาถึงขอมูลของซีพียู จะสงการรองขอไปยังหนวยความจําที่อยูใกลที่สุดกอน

โดยทั่วไปก็คือหนวยความจําแคช
• ถาไมพบขอมูลในแคช จะรองขอจากหนวยความจําหลัก และหนวยความจําสํารอง

ตามลําดับ
• เมื่อมีการรองขอขอมูลในหนวยความจํา จะมีการดึง(Fetch) ขอมูลนั้น และขอมูลที่อยู

ใกลเคียงไปเก็บที่หนวยความจําแคชจนเต็ม
• เกณฑในการเลือกขอมูลใกลเคียงมี 3 กรณี คือ

• ขอมูลที่มีการเขาถึงลาสุด และมีแนวโนมที่จะเขาถึงอีก
• ขอมูลที่อยูในคลัสเตอรเดียวกัน
• มีคําสั่งเขาถึงขอมูลในลักษณะแบบลําดับ จะเลือกขอมูลที่อยูติดกันตามลําดับ



หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory)
• หนวยความจําแคชจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพราะเปนหนวยความจําที่

สามารถเขาถึงขอมูลไดเร็วที่สุด แตมีขนาดเล็ก
• หนวยความจําเสมือนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยการเพิ่มความจุของ

หนวยความจําใหมีขนาดใหญขึ้น โดยไมตองเพิ่มขนาดของหนวยความจําหลัก โดย
การใชเนื้อที่ในดิสกแทนเนื้อที่ในหนวยความจําหลัก

• ในระบบการแบงหนวยความจําแบบหนา (Paging) ขอมูลในแตละหนาจะถูกเก็บลง
ในดิสกแทนในกรณีที่ขอมูลมีปริมาณมากกวาพื้นที่เก็บในหนวยความจําหลัก และ
เปนขอมูลที่ยังไมจําเปนตองใชในขณะนั้น



หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory)
• มีการกําหนดแอดเดรสจริง (Physical address) ซึ่งเปนแอดเดรสในหนวยความจํา

หลัก กับแอดเดรสเสมือน (Virtual address) ซึ่งเปนแอดเดรสในดิสกขึ้นมา
• โปรแกรมจะสรางแอดเดรสเสมือนจับคูกับแอดเดรสจริง โดยตัวจัดการ

หนวยความจํา (Memory Manager) ของระบบปฏิบัติการ
• เมื่อมีการอางอิงแอดเดรสที่ตองใชและยังไมมีขอมูลนั้นในหนวยความจําหลัก จะ

โหลดขอมูลจากดิสกในแอดเดรสที่จับคูไวไปยังหนวยความจําหลัก เพื่อประมวลผล
ตอไปโดยการโหลดทั้งหนา



หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory)



ลักษณะของหนวยความจําในปจจุบัน


